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摘要(译)

本发明提供一种形成用于在液晶面板上形成结晶ITO薄膜的结晶ITO薄膜
的方法，以及通过使用形成结晶ITO薄膜的方法形成On-cell型触摸面板
的方法。形成结晶ITO薄膜的方法包括：通过沉积工艺在滤色器基板的远
离液晶层的一侧的表面上形成非晶ITO薄膜;在预定温度下通过准分子激
光退火工艺使非晶ITO薄膜结晶，以获得结晶ITO薄膜。
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